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Primer Tema(20 puntos)

Para el transistor BJT de la figura, el valor de § = 30.

a) Encuentre el valor de V, (10 puntos)

b) Encuentre el valor minimo de Rg para que el transistor este en regién activa. (10 puntos)
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a) Vo= 0,2V el transistor se encuentra en saturacion
ls=8,87 — 0,8 = 0,62mA
13040
lesar=12 = 0,2 = 5,36mMA
2200
Bminle =30 - 0,62 =18,6MA > 5,36mMA = lcsar = Q SAT.
b) g = lcsar= 5,36mMA = 0.1786 mA

30 30
Rg= 8.87-0.8 = 45.2 kQ
0.1786

Sequndo Tema: (20 puntos)

En el circuito de la figura Los diodos son diodos zeners. El diodo mas cercano a la fuente de 20
voltios tiene un voltaje de ruptura Vz= 10V, mientras que el mas alejado tiene un voltaje de

ruptura Vz2= 8V. Encuentre las corrientes Iy, I, e I3 indicando el estado de los diodos.
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Suponemos D1 Zener, D2 OFF.
lLb=1= _10 = 14,285 mA
400 + 300
1;b=20-10=16,66mA
600



Tercer Tema: (20 puntos)

Para el circuito de la figura determinar:

a) El valor de V,, para el cual comienza a conducir Q.. (10 puntos)
b) El valor de V,, para el cual I es maxima. (10 puntos)
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Datos del BJT: 8 = 50; Vgg = 0,7V; V, = 0,5V Vgggar = 0.8V Vopgar = 0.2V
Datos del MOSFET: k& = 0,5mA/V; Vi =3V

a) Q2on =>Ves=V1=3V
Ic=10 - 3= 3,5mA

2kQ
Ie = Blc =3,5 mMA/50= 0,07mA

11=0,7V/1kQ= 0,7mA

li+ls+=0,7 + 0,07 = 0,77mA
Vb=0,7 +0,77.40 = 31,5V

b) Valor de Vg para Io maxima.

Ibmax = Ves = max = Q1= OFF = Ves= Vobo = 10V

In‘,- VBE = Vy: 0,5V
l1=0,5 =0,5mA
1
le=0

Ve=0,5+ 0,540 = 20,5V



Cuarto Tema: (20 puntos)

Para el circuito mostrado, el valor de R es de 10 kilo-ohmios y el del capacitor es de 10 micro-
faradios. Para una sefial vi(t) = 10 sen100t, determine:

a) la expresion de vy(t) en funciéon de R, C y de t (10 puntos)

b) el valor de v,(t) en un tiempo de 2 segundos.(10 puntos)
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a) vo(t)= -RCdvi(t) = -RCd(10°sen100t) = -0.1RC cos100t
dt dt

b) vo(2) = - 0.1(10000)(10x10°)c0s200 = -4.872 mV

Quinto Tema: (20 puntos)

Para el convertidor D/A mostrado, los valores de R, = R; = R, = Rz = 1 KQ, mientras que el de Rt
es de 5 kQ. Determine el valor de voltaje de salida para los siguientes codigos binarios:

a) 0010 (10 puntos)

b) 1011 (10 puntos)
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Vo= -Rf Vin [ao/Ro+8.1/R1+8.2/R2+8.3/R3]
a) codigo binario 0010 = v,=-5 « 5[0/1+1/1+0/1+0/1]= -25 V = saturado a -Vcc

b) cddigo binario 1011 = vo=-5 « 5[1/1+1/1+0/1+1/1]= -75 V = saturado a -Vcc



